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长期生命周期应用为何需要稳定的嵌入式存储
长期服役的嵌入式平台通常需要在现场稳定运行十年以上。一旦部署，系统通常不会再进行频繁维护或更换，因
此组件在整个服役周期内都必须保持稳定一致的运行表现。

初始认证仅反映设备在认证当时版本下的状态。后续供应链中的器件版本变更可能导致时序裕量发生变化、ECC
裕量发生改变，或影响磨损均衡等后台管理机制。这些变化通常不会在标准验证阶段暴露出来，却可能在实际运
行环境中逐渐表现为间歇性错误、延迟增加，甚至触发意外恢复事件。

嵌入式存储对系统环境十分敏感，因为其运行表现取决于主控、NAND Flash、固件以及供电条件之间的协同作
用，而非各自独立发挥作用。

上 述 任 一 层 发 生 变 化 ， 都 可 能 导 致 延 迟 特 性 发 生 改 变 、 E C C ﾠ 裕 量 降 低 ， 或 影 响 垃 圾 回 收
（Garbage Collection）和磨损均衡（Wear Leveling）等后台管理机制。这些影响在验证阶段往往难以发
现。它们通常会在高负载条件下暴露出来，例如持续写入、低电压事件或温度极限等场景。此时后台运行与主
机访问竞争，导致错误率开始上升。

商用闪存市场变化速度极快。NAND 制程持续演进，主控不断更新，固件版本也持续迭代。这些更新虽然降低了
成本、提升了存储密度，却也改变了器件的运行特性。这使其与长生命周期产品的设计要求产生了偏差，因为这
类产品要求，通过认证的器件在整个服役周期内都应保持一致的运行表现。

存储器件通常必须在产品开发初期完成选型。器件是在预先定义的测试条件下完成认证的，但这些条件无法完全
覆盖真实现场环境。部署完成后，系统还将长期面对温度循环、电源波动、振动以及不均衡写入等实际工况。在
这 些 工 况 下 ， 读 干 扰 （ R e a d ﾠD i s t u r b ） 、 数 据 保 持 能 力 下 降 （ R e t e n t i o n ﾠL o s s ） 以 及 写 放 大
（Write Amplification）等失效机制将成为主要影响因素。延迟波动进一步增大，ECC 裕量消耗速度加快，后台
管理操作开始与主机访问争用系统资源。

此时，标称性能指标已不再是关键。真正重要的是，存储器在持续高负载工况下的运行表现，以及这种表现能否
长期保持稳定。

长寿命设计的集成式存储
采用独立的 NAND 与主控芯片的方案，会引入许多难以在产品生命周期内持续控制的变量。NAND 修订、主控
芯片更改和固件更新的行为，并非始终与原始合格配置的方式相同。

将主控与 NAND 集成到同一受控存储器件中，可有效降低对外部器件组合的依赖。闪存管理、ECC 与固件作为
整体协同开发和验证，而非依赖外部器件的组合搭配。这能够降低产品生命周期后期因器件替换而导致运行特性
发生变化的风险。

对于长期服役系统而言，这一点尤为重要，因为认证对象对应的是特定的器件配置，而不仅仅是接口标准。
NAND 生成或流程的变化会影响到错误率、持久性和延迟行为。NAND 世代或制程发生变化，都可能影响误码
率、耐久性以及延迟特性。

Ferri 产品家族正是采用这一设计理念，通过受控的 BOM 配置及生命周期管理机制，确保产品的一致性。不同 
NAND 版本之间的器件不会被视为可直接替换（Drop-in Replacement）的产品，从而有助于长期保持认证样品
与量产产品之间的一致性。

NAND 磨损和数据完整性管理
随着 P/E（Program/Erase）循环次数增加以及数据保持时间延长，NAND 的电气特性会逐渐退化。原始位错误
率（Raw Bit Error Rate，RBER）会上升，数据保持能力逐渐下降，读干扰（Read Disturb）也会随着反复读取
不断累积。

FFerriSSD 通过 NANDXtend 技术应对这一问题。该技术结合 LDPC 纠错算法与内部数据保护机制，即使 NAND 
随着老化而性能下降，仍能有效保障数据完整性。

后台管理机制同样负责处理 NAND 老化带来的性能退化。IntelligentScan 持续监控 Flash Block 状态及误码率，提前
识别接近磨损极限的存储区域。DataRefresh 会主动迁移数据，以维持数据保持能力，并降低长期读干扰造成的影
响。

这些机制均在设备内部运行，对主机完全透明，无需主机额外介入，从而降低了系统层面对 NAND 老化进行额外
管理的需求。

不稳定电源条件下的行为
电源波动是嵌入式系统中十分常见的运行环境。如果在编程（Program）或擦除（Erase）过程中发生掉电或电
压跌落，映射表（Mapping Table）及元数据（Metadata）可能会处于不一致状态。

若缺乏有效保护，可能导致地址映射损坏、数据无法访问，甚至触发设备级恢复流程。

FerriSSD 内建电源异常保护机制，可在掉电过程中保护映射表完整性，并在系统重新上电后恢复至一致状态。具
体执行因设备而异，但目标是防止在不完整运行过程中关键元数据结构的损坏。

设备级安全性
存储数据完整性同样依赖于防止设备遭受未经授权的修改。

FerriSSD 支持的安全功能取决于具体型号，如安全启动、固件验证和基于硬件的加密。这些功能可融入系统级安
全架构，使存储设备本身成为可信安全链的一部分。

同一系统中的不同角色
嵌入式平台通常同时存在多种不同的存储需求。高性能子系统可采用基于 PCIe NVMe 的 FerriSSD 产品，以满足对
数据吞吐能力和低延迟性能的需求。控制子系统通常对功耗和占板面积有更严格要求，因此一般采用符合 eMMC 
5.1 标准的 Ferri-eMMC 产品。

采用同一产品家族中的存储器件，可通过统一的生命周期管理、技术支持和存储架构，简化系统整合、认证流程
以及采购管理。部分子系统仍可能需要额外验证，以满足特定接口要求、功能规格或行业认证标准，但采用统一
的存储平台有助于降低开发复杂度，并提升系统长期维护能力。

随着时间的推移保持一致性
长寿命系统面临的挑战是，如何使初始认证时的设备表现与后续量产批次保持一致。

组件级更改会导致延迟行为、错误率和后台管理活动的差异。这些变化并非始终立即可见，但随着时间的推移可
能导致不稳定。

采用受控配置并提供明确生命周期支持的存储设备，可降低此类风险。认证阶段所验证的性能表现，在量产产品
中依然具有代表性，从而减少了重新认证的需求，并降低了因组件差异引发现场问题的可能性。

这也简化了系统设计与支持工作：软硬件可基于稳定的设备特性进行开发，无需考虑随时间推移产生的变化。

长期行为重于峰值性能
在长期服务的系统中，峰值性能不如长期稳定运行重要。

慧荣科技的 Ferri 家族经专门设计，对 NAND 行为进行内部管理，并在整个产品生命周期中与经过验证的性能特
征保持一致。产品整合、生命周期管控，以及对 NAND 性能衰退的内部管理，共同支持长期部署条件下的可靠
运行。

这种一致性决定了系统部署后能否持续按预期运行，还是会出现难以诊断的间歇性故障。
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（Write Amplification）等失效机制将成为主要影响因素。延迟波动进一步增大，ECC 裕量消耗速度加快，后台
管理操作开始与主机访问争用系统资源。

此时，标称性能指标已不再是关键。真正重要的是，存储器在持续高负载工况下的运行表现，以及这种表现能否
长期保持稳定。

长寿命设计的集成式存储
采用独立的 NAND 与主控芯片的方案，会引入许多难以在产品生命周期内持续控制的变量。NAND 修订、主控
芯片更改和固件更新的行为，并非始终与原始合格配置的方式相同。

将主控与 NAND 集成到同一受控存储器件中，可有效降低对外部器件组合的依赖。闪存管理、ECC 与固件作为
整体协同开发和验证，而非依赖外部器件的组合搭配。这能够降低产品生命周期后期因器件替换而导致运行特性
发生变化的风险。

对于长期服役系统而言，这一点尤为重要，因为认证对象对应的是特定的器件配置，而不仅仅是接口标准。
NAND 生成或流程的变化会影响到错误率、持久性和延迟行为。NAND 世代或制程发生变化，都可能影响误码
率、耐久性以及延迟特性。

Ferri 产品家族正是采用这一设计理念，通过受控的 BOM 配置及生命周期管理机制，确保产品的一致性。不同 
NAND 版本之间的器件不会被视为可直接替换（Drop-in Replacement）的产品，从而有助于长期保持认证样品
与量产产品之间的一致性。

NAND 磨损和数据完整性管理
随着 P/E（Program/Erase）循环次数增加以及数据保持时间延长，NAND 的电气特性会逐渐退化。原始位错误
率（Raw Bit Error Rate，RBER）会上升，数据保持能力逐渐下降，读干扰（Read Disturb）也会随着反复读取
不断累积。

FFerriSSD 通过 NANDXtend 技术应对这一问题。该技术结合 LDPC 纠错算法与内部数据保护机制，即使 NAND 
随着老化而性能下降，仍能有效保障数据完整性。

后台管理机制同样负责处理 NAND 老化带来的性能退化。IntelligentScan 持续监控 Flash Block 状态及误码率，提前
识别接近磨损极限的存储区域。DataRefresh 会主动迁移数据，以维持数据保持能力，并降低长期读干扰造成的影
响。

这些机制均在设备内部运行，对主机完全透明，无需主机额外介入，从而降低了系统层面对 NAND 老化进行额外
管理的需求。

不稳定电源条件下的行为
电源波动是嵌入式系统中十分常见的运行环境。如果在编程（Program）或擦除（Erase）过程中发生掉电或电
压跌落，映射表（Mapping Table）及元数据（Metadata）可能会处于不一致状态。

若缺乏有效保护，可能导致地址映射损坏、数据无法访问，甚至触发设备级恢复流程。

FerriSSD 内建电源异常保护机制，可在掉电过程中保护映射表完整性，并在系统重新上电后恢复至一致状态。具
体执行因设备而异，但目标是防止在不完整运行过程中关键元数据结构的损坏。

设备级安全性
存储数据完整性同样依赖于防止设备遭受未经授权的修改。

FerriSSD 支持的安全功能取决于具体型号，如安全启动、固件验证和基于硬件的加密。这些功能可融入系统级安
全架构，使存储设备本身成为可信安全链的一部分。

同一系统中的不同角色
嵌入式平台通常同时存在多种不同的存储需求。高性能子系统可采用基于 PCIe NVMe 的 FerriSSD 产品，以满足对
数据吞吐能力和低延迟性能的需求。控制子系统通常对功耗和占板面积有更严格要求，因此一般采用符合 eMMC 
5.1 标准的 Ferri-eMMC 产品。

采用同一产品家族中的存储器件，可通过统一的生命周期管理、技术支持和存储架构，简化系统整合、认证流程
以及采购管理。部分子系统仍可能需要额外验证，以满足特定接口要求、功能规格或行业认证标准，但采用统一
的存储平台有助于降低开发复杂度，并提升系统长期维护能力。

随着时间的推移保持一致性
长寿命系统面临的挑战是，如何使初始认证时的设备表现与后续量产批次保持一致。

组件级更改会导致延迟行为、错误率和后台管理活动的差异。这些变化并非始终立即可见，但随着时间的推移可
能导致不稳定。

采用受控配置并提供明确生命周期支持的存储设备，可降低此类风险。认证阶段所验证的性能表现，在量产产品
中依然具有代表性，从而减少了重新认证的需求，并降低了因组件差异引发现场问题的可能性。

这也简化了系统设计与支持工作：软硬件可基于稳定的设备特性进行开发，无需考虑随时间推移产生的变化。

长期行为重于峰值性能
在长期服务的系统中，峰值性能不如长期稳定运行重要。

慧荣科技的 Ferri 家族经专门设计，对 NAND 行为进行内部管理，并在整个产品生命周期中与经过验证的性能特
征保持一致。产品整合、生命周期管控，以及对 NAND 性能衰退的内部管理，共同支持长期部署条件下的可靠
运行。

这种一致性决定了系统部署后能否持续按预期运行，还是会出现难以诊断的间歇性故障。

IntelligentScan 和 DataRefresh 增强了防数据丢失与纠错能力，从而延长了 SSD 的使用寿命
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长期生命周期应用为何需要稳定的嵌入式存储
长期服役的嵌入式平台通常需要在现场稳定运行十年以上。一旦部署，系统通常不会再进行频繁维护或更换，因
此组件在整个服役周期内都必须保持稳定一致的运行表现。

初始认证仅反映设备在认证当时版本下的状态。后续供应链中的器件版本变更可能导致时序裕量发生变化、ECC
裕量发生改变，或影响磨损均衡等后台管理机制。这些变化通常不会在标准验证阶段暴露出来，却可能在实际运
行环境中逐渐表现为间歇性错误、延迟增加，甚至触发意外恢复事件。

嵌入式存储对系统环境十分敏感，因为其运行表现取决于主控、NAND Flash、固件以及供电条件之间的协同作
用，而非各自独立发挥作用。

上 述 任 一 层 发 生 变 化 ， 都 可 能 导 致 延 迟 特 性 发 生 改 变 、 E C C ﾠ 裕 量 降 低 ， 或 影 响 垃 圾 回 收
（Garbage Collection）和磨损均衡（Wear Leveling）等后台管理机制。这些影响在验证阶段往往难以发
现。它们通常会在高负载条件下暴露出来，例如持续写入、低电压事件或温度极限等场景。此时后台运行与主
机访问竞争，导致错误率开始上升。

商用闪存市场变化速度极快。NAND 制程持续演进，主控不断更新，固件版本也持续迭代。这些更新虽然降低了
成本、提升了存储密度，却也改变了器件的运行特性。这使其与长生命周期产品的设计要求产生了偏差，因为这
类产品要求，通过认证的器件在整个服役周期内都应保持一致的运行表现。

存储器件通常必须在产品开发初期完成选型。器件是在预先定义的测试条件下完成认证的，但这些条件无法完全
覆盖真实现场环境。部署完成后，系统还将长期面对温度循环、电源波动、振动以及不均衡写入等实际工况。在
这 些 工 况 下 ， 读 干 扰 （ R e a d ﾠD i s t u r b ） 、 数 据 保 持 能 力 下 降 （ R e t e n t i o n ﾠL o s s ） 以 及 写 放 大
（Write Amplification）等失效机制将成为主要影响因素。延迟波动进一步增大，ECC 裕量消耗速度加快，后台
管理操作开始与主机访问争用系统资源。

此时，标称性能指标已不再是关键。真正重要的是，存储器在持续高负载工况下的运行表现，以及这种表现能否
长期保持稳定。

长寿命设计的集成式存储
采用独立的 NAND 与主控芯片的方案，会引入许多难以在产品生命周期内持续控制的变量。NAND 修订、主控
芯片更改和固件更新的行为，并非始终与原始合格配置的方式相同。

将主控与 NAND 集成到同一受控存储器件中，可有效降低对外部器件组合的依赖。闪存管理、ECC 与固件作为
整体协同开发和验证，而非依赖外部器件的组合搭配。这能够降低产品生命周期后期因器件替换而导致运行特性
发生变化的风险。

对于长期服役系统而言，这一点尤为重要，因为认证对象对应的是特定的器件配置，而不仅仅是接口标准。
NAND 生成或流程的变化会影响到错误率、持久性和延迟行为。NAND 世代或制程发生变化，都可能影响误码
率、耐久性以及延迟特性。

Ferri 产品家族正是采用这一设计理念，通过受控的 BOM 配置及生命周期管理机制，确保产品的一致性。不同 
NAND 版本之间的器件不会被视为可直接替换（Drop-in Replacement）的产品，从而有助于长期保持认证样品
与量产产品之间的一致性。

NAND 磨损和数据完整性管理
随着 P/E（Program/Erase）循环次数增加以及数据保持时间延长，NAND 的电气特性会逐渐退化。原始位错误
率（Raw Bit Error Rate，RBER）会上升，数据保持能力逐渐下降，读干扰（Read Disturb）也会随着反复读取
不断累积。

FFerriSSD 通过 NANDXtend 技术应对这一问题。该技术结合 LDPC 纠错算法与内部数据保护机制，即使 NAND 
随着老化而性能下降，仍能有效保障数据完整性。

后台管理机制同样负责处理 NAND 老化带来的性能退化。IntelligentScan 持续监控 Flash Block 状态及误码率，提前
识别接近磨损极限的存储区域。DataRefresh 会主动迁移数据，以维持数据保持能力，并降低长期读干扰造成的影
响。

这些机制均在设备内部运行，对主机完全透明，无需主机额外介入，从而降低了系统层面对 NAND 老化进行额外
管理的需求。

不稳定电源条件下的行为
电源波动是嵌入式系统中十分常见的运行环境。如果在编程（Program）或擦除（Erase）过程中发生掉电或电
压跌落，映射表（Mapping Table）及元数据（Metadata）可能会处于不一致状态。

若缺乏有效保护，可能导致地址映射损坏、数据无法访问，甚至触发设备级恢复流程。

FerriSSD 内建电源异常保护机制，可在掉电过程中保护映射表完整性，并在系统重新上电后恢复至一致状态。具
体执行因设备而异，但目标是防止在不完整运行过程中关键元数据结构的损坏。

设备级安全性
存储数据完整性同样依赖于防止设备遭受未经授权的修改。

FerriSSD 支持的安全功能取决于具体型号，如安全启动、固件验证和基于硬件的加密。这些功能可融入系统级安
全架构，使存储设备本身成为可信安全链的一部分。

同一系统中的不同角色
嵌入式平台通常同时存在多种不同的存储需求。高性能子系统可采用基于 PCIe NVMe 的 FerriSSD 产品，以满足对
数据吞吐能力和低延迟性能的需求。控制子系统通常对功耗和占板面积有更严格要求，因此一般采用符合 eMMC 
5.1 标准的 Ferri-eMMC 产品。

采用同一产品家族中的存储器件，可通过统一的生命周期管理、技术支持和存储架构，简化系统整合、认证流程
以及采购管理。部分子系统仍可能需要额外验证，以满足特定接口要求、功能规格或行业认证标准，但采用统一
的存储平台有助于降低开发复杂度，并提升系统长期维护能力。

随着时间的推移保持一致性
长寿命系统面临的挑战是，如何使初始认证时的设备表现与后续量产批次保持一致。

组件级更改会导致延迟行为、错误率和后台管理活动的差异。这些变化并非始终立即可见，但随着时间的推移可
能导致不稳定。

采用受控配置并提供明确生命周期支持的存储设备，可降低此类风险。认证阶段所验证的性能表现，在量产产品
中依然具有代表性，从而减少了重新认证的需求，并降低了因组件差异引发现场问题的可能性。

这也简化了系统设计与支持工作：软硬件可基于稳定的设备特性进行开发，无需考虑随时间推移产生的变化。

长期行为重于峰值性能
在长期服务的系统中，峰值性能不如长期稳定运行重要。

慧荣科技的 Ferri 家族经专门设计，对 NAND 行为进行内部管理，并在整个产品生命周期中与经过验证的性能特
征保持一致。产品整合、生命周期管控，以及对 NAND 性能衰退的内部管理，共同支持长期部署条件下的可靠
运行。

这种一致性决定了系统部署后能否持续按预期运行，还是会出现难以诊断的间歇性故障。
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长期生命周期应用为何需要稳定的嵌入式存储
长期服役的嵌入式平台通常需要在现场稳定运行十年以上。一旦部署，系统通常不会再进行频繁维护或更换，因
此组件在整个服役周期内都必须保持稳定一致的运行表现。

初始认证仅反映设备在认证当时版本下的状态。后续供应链中的器件版本变更可能导致时序裕量发生变化、ECC
裕量发生改变，或影响磨损均衡等后台管理机制。这些变化通常不会在标准验证阶段暴露出来，却可能在实际运
行环境中逐渐表现为间歇性错误、延迟增加，甚至触发意外恢复事件。

嵌入式存储对系统环境十分敏感，因为其运行表现取决于主控、NAND Flash、固件以及供电条件之间的协同作
用，而非各自独立发挥作用。

上 述 任 一 层 发 生 变 化 ， 都 可 能 导 致 延 迟 特 性 发 生 改 变 、 E C C ﾠ 裕 量 降 低 ， 或 影 响 垃 圾 回 收
（Garbage Collection）和磨损均衡（Wear Leveling）等后台管理机制。这些影响在验证阶段往往难以发
现。它们通常会在高负载条件下暴露出来，例如持续写入、低电压事件或温度极限等场景。此时后台运行与主
机访问竞争，导致错误率开始上升。

商用闪存市场变化速度极快。NAND 制程持续演进，主控不断更新，固件版本也持续迭代。这些更新虽然降低了
成本、提升了存储密度，却也改变了器件的运行特性。这使其与长生命周期产品的设计要求产生了偏差，因为这
类产品要求，通过认证的器件在整个服役周期内都应保持一致的运行表现。

存储器件通常必须在产品开发初期完成选型。器件是在预先定义的测试条件下完成认证的，但这些条件无法完全
覆盖真实现场环境。部署完成后，系统还将长期面对温度循环、电源波动、振动以及不均衡写入等实际工况。在
这 些 工 况 下 ， 读 干 扰 （ R e a d ﾠD i s t u r b ） 、 数 据 保 持 能 力 下 降 （ R e t e n t i o n ﾠL o s s ） 以 及 写 放 大
（Write Amplification）等失效机制将成为主要影响因素。延迟波动进一步增大，ECC 裕量消耗速度加快，后台
管理操作开始与主机访问争用系统资源。

此时，标称性能指标已不再是关键。真正重要的是，存储器在持续高负载工况下的运行表现，以及这种表现能否
长期保持稳定。

长寿命设计的集成式存储
采用独立的 NAND 与主控芯片的方案，会引入许多难以在产品生命周期内持续控制的变量。NAND 修订、主控
芯片更改和固件更新的行为，并非始终与原始合格配置的方式相同。

将主控与 NAND 集成到同一受控存储器件中，可有效降低对外部器件组合的依赖。闪存管理、ECC 与固件作为
整体协同开发和验证，而非依赖外部器件的组合搭配。这能够降低产品生命周期后期因器件替换而导致运行特性
发生变化的风险。

对于长期服役系统而言，这一点尤为重要，因为认证对象对应的是特定的器件配置，而不仅仅是接口标准。
NAND 生成或流程的变化会影响到错误率、持久性和延迟行为。NAND 世代或制程发生变化，都可能影响误码
率、耐久性以及延迟特性。

Ferri 产品家族正是采用这一设计理念，通过受控的 BOM 配置及生命周期管理机制，确保产品的一致性。不同 
NAND 版本之间的器件不会被视为可直接替换（Drop-in Replacement）的产品，从而有助于长期保持认证样品
与量产产品之间的一致性。

NAND 磨损和数据完整性管理
随着 P/E（Program/Erase）循环次数增加以及数据保持时间延长，NAND 的电气特性会逐渐退化。原始位错误
率（Raw Bit Error Rate，RBER）会上升，数据保持能力逐渐下降，读干扰（Read Disturb）也会随着反复读取
不断累积。

FFerriSSD 通过 NANDXtend 技术应对这一问题。该技术结合 LDPC 纠错算法与内部数据保护机制，即使 NAND 
随着老化而性能下降，仍能有效保障数据完整性。

后台管理机制同样负责处理 NAND 老化带来的性能退化。IntelligentScan 持续监控 Flash Block 状态及误码率，提前
识别接近磨损极限的存储区域。DataRefresh 会主动迁移数据，以维持数据保持能力，并降低长期读干扰造成的影
响。

这些机制均在设备内部运行，对主机完全透明，无需主机额外介入，从而降低了系统层面对 NAND 老化进行额外
管理的需求。

不稳定电源条件下的行为
电源波动是嵌入式系统中十分常见的运行环境。如果在编程（Program）或擦除（Erase）过程中发生掉电或电
压跌落，映射表（Mapping Table）及元数据（Metadata）可能会处于不一致状态。

若缺乏有效保护，可能导致地址映射损坏、数据无法访问，甚至触发设备级恢复流程。

FerriSSD 内建电源异常保护机制，可在掉电过程中保护映射表完整性，并在系统重新上电后恢复至一致状态。具
体执行因设备而异，但目标是防止在不完整运行过程中关键元数据结构的损坏。

设备级安全性
存储数据完整性同样依赖于防止设备遭受未经授权的修改。

FerriSSD 支持的安全功能取决于具体型号，如安全启动、固件验证和基于硬件的加密。这些功能可融入系统级安
全架构，使存储设备本身成为可信安全链的一部分。

同一系统中的不同角色
嵌入式平台通常同时存在多种不同的存储需求。高性能子系统可采用基于 PCIe NVMe 的 FerriSSD 产品，以满足对
数据吞吐能力和低延迟性能的需求。控制子系统通常对功耗和占板面积有更严格要求，因此一般采用符合 eMMC 
5.1 标准的 Ferri-eMMC 产品。

采用同一产品家族中的存储器件，可通过统一的生命周期管理、技术支持和存储架构，简化系统整合、认证流程
以及采购管理。部分子系统仍可能需要额外验证，以满足特定接口要求、功能规格或行业认证标准，但采用统一
的存储平台有助于降低开发复杂度，并提升系统长期维护能力。

随着时间的推移保持一致性
长寿命系统面临的挑战是，如何使初始认证时的设备表现与后续量产批次保持一致。

组件级更改会导致延迟行为、错误率和后台管理活动的差异。这些变化并非始终立即可见，但随着时间的推移可
能导致不稳定。

采用受控配置并提供明确生命周期支持的存储设备，可降低此类风险。认证阶段所验证的性能表现，在量产产品
中依然具有代表性，从而减少了重新认证的需求，并降低了因组件差异引发现场问题的可能性。

这也简化了系统设计与支持工作：软硬件可基于稳定的设备特性进行开发，无需考虑随时间推移产生的变化。

长期行为重于峰值性能
在长期服务的系统中，峰值性能不如长期稳定运行重要。

慧荣科技的 Ferri 家族经专门设计，对 NAND 行为进行内部管理，并在整个产品生命周期中与经过验证的性能特
征保持一致。产品整合、生命周期管控，以及对 NAND 性能衰退的内部管理，共同支持长期部署条件下的可靠
运行。

这种一致性决定了系统部署后能否持续按预期运行，还是会出现难以诊断的间歇性故障。

© Copyright 2026 Silicon Motion, Inc.
FERRI-WP-202606

要了解更多有关 Ferri 家族的信息，请访问
www.siliconmotion.com 或发送电子邮件至 ferri@siliconmotion.com


